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Résumé :
Apres avoir présenté mon parcours professionnel, je décrirai mes activités de recherche
sur les 10 dernieres années relevant du domaine de I'élaboration et la caractérisation de
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perovskites d’'oxydes. Plus précisément, cette présentation portera sur la croissance par
dépbt laser pulsé (PLD) et la corrélation des propriétés physiques et chimiques de
différentes hétérostructures : LaAIO3/SrTiO3, SrVO3/SrTiO3 et LaAlO3/SrvVO3/SrTiO3.
Ces études ont été menées afin d’analyser les propriétés électroniques de ces composés
par le transport et de les combiner avec un aspect chimique par spectroscopie de
photoémission X (XPS). L'XPS étant une technique de caractérisation de surface, nous
verrons différentes alternatives afin de venir sonder les interfaces. Nous détaillerons
entre autre la croissance du SrVO3 et I'influence des conditions oxydantes sur ce
matériau ainsi que son optimisation afin de I'utiliser comme électrode pour des
heterostructures tout oxyde. Nous verrons aussi I'influence des conditions réductrices sur
sa structure électronique et nous allons discuter des propriétés électroniques de ce
materiau en basse dimensionnalité. Finalement, nous aborderons les perspectives de
recherches sur les dichalcogénures et leur étude en systeme 2D.

Abstract:

After a presentation of my career, | will describe my research activities on the last 10
years based on the synthesis and characterization of oxide perovskite. More precisely,
this talk will describe the growth by Pulsed laser deposition and the correlation between
physical chemical properties of different heterostructures: LaAIO3/SrTiO3, SrvO3/SrTiO3
and LaAlO3/SrvO3/SrTiO3. These studies were conducted to analyze the electronic
properties of these compounds by transport and to combine them with a chemical aspect
by photoemission spectroscopy X (XPS). XPS is a surface characterization technique; we
will describe different alternatives to probe interfaces.

We will detail the growth of SrVO3 and the oxidizing conditions influence on this material
as well as its optimization in order to use it as an electrode for all oxide heterostructures.
We will also see the influence of reducing conditions on its electronic structure and we
will discuss the electronic properties of this material in low dimensionality. Finally, we will
address the research perspectives on dichalcogenides and their study in 2D system.
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